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(54) 배선 기판의 제조 방법

요약

본 발명은 신뢰성이 높은 배선 기판을 효율적으로 제조하는 방법을 제공하는 것으로, 제 1 층(12) 및 제 1 층(12) 상에 형

성된 제 2 층(14)을 포함하는 금속층(16)이 형성된 수지 기판(10)을 준비한다. 금속층(16)을 에칭하여, 패터닝된 제 1 층

(12) 및 제 2 층(14)을 포함하는 배선 패턴(20)을 형성하고, 제 1 층(12)의 일부를 배선 패턴(20)의 제 2 층(14)의 외부에

남겨 둔다. 배선 패턴(20) 및 제 1 층(12)의 잔류물에 대하여, 무전해 도금 처리를 행한다. 그 후, 수지 기판(10)을 세정한

다. 수지 기판(10)의 세정은 무전해 도금 처리에 의해 제 1 층(12)의 잔류물 상에 석출된 금속 및 제 1 층(12)의 잔류물을

용해하여 제거하기 위한 산성 용액 및 수지 기판(10)을 용해하여 제 1 층(12)의 잔류물을 지지하는 부분을 제거하기 위한

알칼리성 용액 중 적어도 한쪽을 사용해서 실행한다.

대표도

도 5

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1은 본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법에 대하여 설명하기 위한 도면,

도 2는 본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법에 대하여 설명하기 위한 도면,

도 3은 본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법에 대하여 설명하기 위한 도면,

도 4는 본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법에 대하여 설명하기 위한 도면,

도 5는 본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법에 대하여 설명하기 위한 도면,

도 6은 본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법에 대하여 설명하기 위한 도면,

도 7은 본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법에 대하여 설명하기 위한 도면,

도 8은 본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법에 대하여 설명하기 위한 도면,

도 9는 본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법에 대하여 설명하기 위한 도면,

도 10은 본 실시예에 따른 방법으로 제조한 배선 기판을 갖는 전자 모듈을 나타내는 도면,

도 11은 본 실시예에 따른 방법으로 제조한 배선 기판을 갖는 전자기기를 나타내는 도면,

도 12는 본 실시예에 따른 방법으로 제조한 배선 기판을 갖는 전자기기를 나타내는 도면이다.

도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

10 : 수지 기판 12 : 제 1 층

14 : 제 2 층 16 : 금속층

18 : 디바이스 홀 20 : 배선 패턴

22 : 잔류물 24 : 잔류물

26 : 도금액 28 : 도금층

30 : 도금층 32 : 금속

34 : 용액 36 : 레지스트층

38 : 개구

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 배선 기판의 제조 방법에 관한 것이다.

무전해 도금 처리에 의해, 배선 패턴에 도금층을 형성하는 것이 알려져 있다(일본 공개 특허 공보 평6-342969호 참조).
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발명이 이루고자 하는 기술적 과제

신뢰성이 높은 배선 기판을 제조하기 위해서는, 도금 처리 후에 도금액을 제거하는 것이 바람직하다. 그리고, 도금액을 제

거하는 공정을 단시간에 실행할 수 있으면, 신뢰성이 높은 배선 기판을 효율적으로 제조할 수 있다.

본 발명의 목적은 신뢰성이 높은 배선 기판을 효율적으로 제조하는 방법을 제공하는 것에 있다.

발명의 구성 및 작용

(1) 본 발명에 따른 배선 기판의 제조 방법은 제 1 층 및 상기 제 1 층 상에 형성된 제 2 층을 포함하는 금속층이 형성된 수

지 기판을 준비하는 것,

상기 금속층을 에칭하고, 패터닝된 상기 제 1 층 및 상기 제 2 층을 포함하는 배선 패턴을 형성하여, 상기 제 1 층의 일부를

상기 배선 패턴의 상기 제 2 층의 외부에 남기는 것,

상기 배선 패턴 및 상기 제 1 층의 잔류물에 대하여, 무전해 도금 처리를 행하는 것, 및

그 후, 상기 수지 기판을 세정하는 것

을 포함하되,

상기 수지 기판의 세정은 상기 무전해 도금 처리에 의해 상기 제 1 층의 잔류물로 석출한 금속 및 상기 제 1 층의 잔류물을

용해하여 제거하기 위한 산성 용액 및 상기 수지 기판을 용해하여 상기 제 1 층의 잔류물을 지지하는 부분을 제거하기 위

한 알칼리성 용액 중 적어도 한쪽을 사용하여 실행한다. 본 발명에 의하면, 산성 용액 및 알칼리성 용액 중 적어도 한쪽을

사용하여, 효율적으로 수지 기판을 세정할 수 있어, 신뢰성이 높은 배선 기판을 효율적으로 제조할 수 있다.

(2) 이 배선 기판의 제조 방법에 있어서,

상기 제 1 층의 잔류물은 상기 제 1 층의 상기 배선 패턴에 있어서의 상기 제 2 층으로부터 돌출하는 부분을 포함하여도 좋

다.

(3) 이 배선 기판의 제조 방법에 있어서,

상기 수지 기판의 세정은

상기 산성 용액을 사용하여 실행하는 제 1 세정과,

상기 제 1 세정 후에, 상기 알칼리성 용액을 사용하여 실행하는 제 2 세정을 포함하여도 좋다.

(4) 이 배선 기판의 제조 방법에 있어서,

상기 배선 패턴의 형성 후, 상기 무전해 도금 처리 전에, 상기 수지 기판의 세정을 하지 않아도 좋다.

이하, 본 발명의 실시예에 대하여 도면을 참조하여 설명한다. 도 1 내지 도 9는 본 발명의 실시예에 따른 배선 기판의 제조

방법에 대하여 설명하기 위한 도면이다.

본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법은 도 1 및 도 2에 나타내는 수지 기판(10)을 준비하는 것을 포함한다. 여기서, 도

1은 수지 기판(10)의 평면도이며, 도 2는 도 1의 Ⅱ-Ⅱ선 단면의 일부 확대도이다. 수지 기판(10) 상에는, 도 2에 나타내는

바와 같이, 제 1 층(12) 및 제 1 층(12) 상에 형성된 제 2 층(14)을 포함하는 금속층(16)이 형성되어 이루어진다. 수지 기판

(10)의 재료나 구조는 특별히 한정되지 않고, 이미 공지로 되어있는 어느 하나의 수지 기판을 이용하여도 좋다. 수지 기판

(10)은 플렉서블 기판이어도 좋고, 리지드 기판(rigid substrate)이어도 좋다. 또는, 수지 기판(10)은 테이프 기판이어도
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좋다(도 1 또는 도 6 참조). 수지 기판(10)은 적층형 기판이어도 좋고, 또는 단층 기판이어도 좋다. 또한, 수지 기판(10)의

외형도 특별히 한정되는 것은 아니다. 수지 기판(10)은, 도 1에 나타내는 바와 같이, 디바이스 홀(18)(device hole)을 갖고

있어도 좋다.

수지 기판(10) 상에는, 도 2에 나타내는 바와 같이, 제 1 층(12)(예컨대, NiCr)이 형성되어 이루어진다. 제 1 층(12)을 형성

하는 방법은, 특별히 한정되지 않지만, 수지 기판(10) 상에 얇은 금속을 스퍼터 등으로 형성하여도 좋다.

제 1 층(12) 상에는, 도 2에 나타내는 바와 같이, 제 2 층(14)이 형성되어 이루어진다. 제 2 층(14)의 구조나 재료는, 특별

히 한정되지 않고, 이미 공지로 되어 있는 어느 하나의 금속을 이용하여도 좋다. 예컨대, 제 2 층(14)은 동(Cu), 크롬(Cr),

티탄(Ti), 니켈(Ni), 티탄 텅스텐(Ti-W), 금(Au), 알루미늄(Al), 니켈 바나듐(NiV), 텅스텐(W) 중 어느 하나를 적층하고,

또는, 어느 하나의 일층으로 형성되어 있어도 좋다. 제 2 층(14)을 형성하는 방법은, 특히 한정되지 않지만, 제 1 층(12)의

표면에 전해도금에 의해 동박(銅箔)을 성장시킴으로써 형성하여도 좋다.

본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법은 수지 기판(10) 상에 배선 패턴(20)을 형성하는 것을 포함한다. 여기서, 도 3은

배선 패턴(20)이 형성된 수지 기판(10)의 평면도이며, 도 4는 도 3의 IV-IV선 단면의 일부 확대도이다. 수지 기판(10)에

는, 도 3에 나타내는 바와 같이, 배선 패턴(20)을 형성한다. 배선 패턴(20)은 금속층(16)을 에칭함으로써 형성한다. 배선

패턴(20)은 패터닝된 제 1 층(12) 및 제 2 층(14)이 적층하여 이루어진다. 금속층(16)을 에칭한 후, 제 1 층(12)의 일부인

잔류물(22, 24)이 배선 패턴(20)의 제 2 층(14)의 외부에 남는다. 제 1 층(12)의 잔류물(22)은 제 1 층(12)의 배선 패턴

(20)에 있어서의 제 2 층(14)으로부터 돌출하는 돌출 부분이다. 잔류물(22)은 제 1 층(12)과 제 2 층(14)의 에칭 팩터

(etching factor)의 차이에 의해, 제 2 층(14)과 비교하여 제 1 층(12) 쪽이 에칭되기 어려운 것에 의해 형성된다. 제 1 층

(12)의 잔류물(24)은 제 1 층(12)으로부터 분리하는 파편이다. 배선 기판 품질의 열화 방지나, 이동(migration)의 발생을

방지하기 위해서는, 제 1 층(12)의 잔류물(22, 24)을 제거하는 것이 바람직하다. 그러나, 본 실시예에 따른 배선 기판의 제

조 방법에서는, 이 시점(배선 패턴의 형성 후에, 무전해 도금 처리 전)에서는, 수지 기판(10)을 세정하지 않는다. 따라서,

효율적으로 배선 기판을 형성할 수 있다. 다만, 본 발명은, 배선 패턴의 형성 후, 무전해 도금 처리 전에, 수지 기판(10)을

세정하는 것을 방해하는 것은 아니다.

본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법은 배선 패턴(20)과, 제 1 층(12)의 잔류물(22, 24)에 대하여, 무전해 도금 처리를

행하는 것을 포함한다. 무전해 도금 처리에 의해, 도 5에 나타내는 바와 같이, 배선 패턴(20) 상에 금속이 석출되어 도금층

(28)을 형성한다. 또한, 잔류물(22, 24) 상에 금속이 석출되어 도금층(30)을 형성하여도 좋다. 무전해 도금 처리는 도금액

(26)을 이용하여 행하여도 좋다. 이 때, 도금액(26)으로서, 이미 공지로 되어있는 어느 것인가의 도금액을 이용하여도 좋

다. 무전해 도금 처리에 의해, 반도체 칩 등의 전자 부품과 전기적으로 접속하는 것이 용이한, 신뢰성이 높은 배선 기판을

형성할 수 있다. 무전해 도금 처리는 수지 기판(10)(배선 패턴(20))을 도금액(26)에 침지하는 것을 포함하고 있어도 좋다.

도금액(26)은 주석 도금액이어도 좋다. 즉, 도금액(26)은 주석 이온을 포함하는 용액이어도 좋다. 이 때, 배선 패턴(20)은

구리 배선이어도 좋다. 그리고, 배선 패턴(20)의 표면을 주석으로 치환하여, 도금층(28)을 형성하여도 좋다. 이 경우, 도금

층(28)은 Sn-Cu 합금으로 형성되어도 좋다.

또, 도금액(26)은 티오요소(thiourea) 및 그 유도체의 적어도 한쪽을 함유하는 도금액이어도 좋다. 바꿔 말하면, 무전해 도

금 처리를, 티오요소 및 그 유도체 중 적어도 한쪽을 함유하는 도금액을 이용하여 행하여도 좋다.

본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법은 수지 기판(10)을 세정하는 것을 포함한다. 수지 기판(10)의 세정은 산성 용액

및 알칼리성 용액 중 적어도 한쪽을 사용하여 실행한다. 수지 기판(10)의 세정은 무전해 도금 처리 후에 행해진다. 수지 기

판(10)의 세정은, 예컨대, 도 6에 나타내는 바와 같이, 릴 투 릴 반송(reel to reel transport)에 의해 수지 기판(10)을 용액

(34)에 침지하는 것을 포함하고 있어도 좋다. 또는, 수지 기판(10)의 세정은 샤워 세정, 침지와 샤워 세정의 병용이라도 좋

다. 그리고, 수지 기판(10)의 세정에 의해, 도 7에 나타내는 바와 같이, 수지 기판(10) 또는 배선 패턴(20)(도금층(28))의

표면으로부터, 잔류물(22, 24)과, 잔류물(22, 24) 상의 도금층(30)을 제거한다.

수지 기판(10)의 세정은 잔류물(22, 24)과, 잔류물(22, 24) 상의 도금층(30)을 용해하여 제거하기 위한 산성 용액을 사용

해서 행하여도 좋다. 산성 용액을 사용하여 실행하는 세정만으로, 수지 기판(10)을 세정하여도 좋다. 이 경우, 수지 기판

(10)의 세정은 용액(34)(예컨대, 산성 용액)이 금속을 용해하는 성질을 이용하여 실행한다. 즉, 용액(34)에 의해, 잔류물

(22, 24)과, 무전해 도금 처리에 의해 잔류물(22, 24) 상으로 석출된 금속인 도금층(30)을 용해한다. 이것에 의해, 잔류물

(22, 24)과, 잔류물(22, 24) 상의 도금층(30)을 제거한다.
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수지 기판(10)의 세정은 수지 기판(10)을 용해하여 잔류물(22, 24)을 지지하는 부분을 제거하기 위한 알칼리성 용액을 사

용해서 행하여도 좋다. 알칼리성 용액을 사용하여 실행하는 세정만으로, 수지 기판(10)을 세정하여도 좋다. 이 경우, 수지

기판(10)의 세정은 용액(34)(예컨대, 알칼리성 용액)이 수지 기판(10)의 표면을 용해하는 작용을 이용하여 실행한다. 즉,

용액(34)에 의해 수지 기판(10)의 표면을 용해한다. 이것에 의해, 잔류물(22, 24)을 지지하는 부분을 제거한다.

도금액(26)이 티오요소 및 그 유도체 중 적어도 한쪽을 가질 때, 알칼리성 용액으로서, 아민을 함유하는 용액을 사용하여

도 좋다. 도금액(26)이 티오요소 및 그 유도체 중 적어도 한쪽을 갖고 있는 경우, 도금 처리 후, 수지 기판(10) 상에 잔류하

는 도금액(26) 중에는, 티오요소 또는 그 유도체로부터 형성된 티오요소의 착체가 존재한다. 따라서, 티오요소의 착체에

가까운 극성을 갖는 용액(극성 용매)을 사용하면, 용이하게 티오요소의 착체를 용액 중에 용해시킬 수 있어, 수지 기판(10)

상에서 효율적으로 도금액(26)을 제거하여도 좋다. 즉, 티오요소의 착체와 극성이 가까운 아민을 함유하는 용액(34)을 사

용하는 것에 의해, 효율적으로 도금액(26)을 제거하여도 좋다.

또, 용액(34)에 함유되는 아민은, 예컨대, 에탄올아민, 프로판올아민, 부탄올아민, N(β-아미노에틸)에탄올아민, 디에탄올

아민, 디프로판올아민, N-메틸에탄올아민, 이소프로판올아민 및 N-에틸에탄올아민 중 어느 하나, 또는, 2개 이상이어도

좋다. 또는, 용액(34)은 상기 아민류와 에틸렌글리콜모노헥실에테르, 에틸렌 글리콜페닐에테르, 디에틸렌글리콜모노메틸

에테르, 트리에틸렌글리콜모노메틸에테르, 디프로필렌글리콜모노메틸에테르 등의 글리콜에테르류를 포함하여도 좋다. 이

때, 용액(34)에 포함되는 아민류의 농도를 20∼50%의 범위로 혼합하는 것에 의해, 보다 세정 효과를 높여도 좋다. 또한,

용액(34)은 계면 활성제를 더 포함하고 있어도 좋다. 이것에 의하면, 더욱 효율적으로 도금액(26)을 제거할 수 있다.

본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법에서는, 산성 용액을 사용하여 실행하는 세정 및 알칼리성 용액을 사용하여 실행

하는 세정의 양쪽에 의해, 수지 기판(10)을 세정하여도 좋다. 그 경우, 수지 기판(10)의 세정은 산성 용액을 사용하여 실행

하는 제 1 세정과, 제 1 세정 후에, 알칼리성 용액을 사용하여 실행하는 제 2 세정을 포함한다. 즉, 산성 용액을 사용하여

수지 기판(10)을 세정한 후에, 알칼리성 용액을 사용하여 수지 기판(10)을 세정하여도 좋다. 또는, 수지 기판(10)의 세정은

알칼리성 용액을 사용하여 실행하는 제 1 세정과, 제 1 세정 후에, 산성 용액을 사용하여 실행하는 제 2 세정을 포함하여도

좋다. 즉, 알칼리성 용액을 사용하여 수지 기판(10)을 세정한 후에, 산성 용액을 사용하여 수지 기판(10)을 세정하여도 좋

다.

산성 용액을 사용하여 실행하는 세정 및 알칼리성 용액을 사용하여 실행하는 세정의 양쪽에 의해, 수지 기판(10)을 세정하

는 경우, 후행의 세정 공정에 의해, 수지 기판(10)으로부터, 선행의 세정 공정의 용액을 제거하여도 좋다. 또는, 선행의 세

정 공정의 용액이 후행의 세정 공정의 용액에 의해 중화되도록, 후행의 세정 공정을 하여도 좋다.

세정 공정은 용액(34)(또는, 수지 기판(10) 및 배선 패턴(20))을 30℃ 이상, 바람직하게는 50∼70℃로 가열하여, 교반하면

서 행하여도 좋다. 이것에 의하면, 효율적으로 세정 공정을 행할 수 있다. 또, 산성 용액 및 알칼리성 용액은 이미 공지로 되

어 있는 어느 것인가의 용액을 이용하여도 좋다. 또한, 산성 용액으로서, 예컨대, 황산이나 염산을 이용하여도 좋다. 세정

공정은 수지 기판(10) 상에서 용액(34)을 제거하는 공정을 더 포함하고 있어도 좋다.

또, 이들 세정 공정은 수지 기판(10) 및 배선 패턴(20)(도금층(28))에 손상을 주지 않도록 실행하는 것이 바람직하다. 수지

기판(10) 및 배선 패턴(20)(도금층(28))에 손상을 주지 않도록, 용액(34)의 농도나 세정 공정의 시간을 조정하여, 세정 공

정을 행하여도 좋다. 또한, 수지 기판(10)의 세정은 용액(34)이 수지 기판(10) 상을 유동할 때의 물리적인 힘을 함께 이용

하여도 좋다.

또, 본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법에서는, 상기 무전해 도금 처리의 직후는, 도 5에 나타내는 바와 같이, 도금층

(28), 도금층(30), 잔류물(22, 24) 이외에, 수지 기판(10) 상에 도금액(26)의 잔류물이 존재하여도 좋다. 특히, 배선 패턴

(20) 사이에, 도금액(26)이 잔류하는 일이 있을 수 있다. 또한, 수지 기판(10) 상에는, 도금액(26)에 포함되어 있던 금속

(32)이 부착되는 일도 있다. 그리고, 배선 기판의 품질의 열화 방지나, 이동의 발생을 방지하기 위해서는, 상기 수지 기판

(10)의 세정에서, 도금층(30), 잔류물(22, 24) 이외에, 수지 기판(10) 상에서 도금액(26)의 잔류물을 세정하는 것이 바람직

하고, 또한, 수지 기판(10) 상에서 금속(32)을 세정하는 것이 바람직하다.

본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법은 수지 기판(10)(도금층(28))을 가열하는 공정을 포함하고 있어도 좋다. 이에 따

라, 위스커의 발생을 방지할 수 있기 때문에, 신뢰성이 높은 배선 기판을 제조할 수 있다.

본 실시예에 따른 배선 기판의 제조 방법은, 도 8 및 도 9에 나타내는 바와 같이, 수지 기판(10)에 레지스트층(36)을 형성

하는 것을 포함하여도 좋다. 레지스트층(36)을, 도금층(28)(배선 패턴(20))을 부분적으로 덮도록 형성하여도 좋다. 여기
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서, 도 9는 도 8의 Ⅸ-Ⅸ선 단면의 일부 확대도이다. 레지스트층(36)에 의해 도금층(28)(배선 패턴(20))의 부식이나 쇼트

등을 방지할 수 있기 때문에, 신뢰성이 높은 배선 기판을 제조할 수 있다. 레지스트층(36)은, 도 8에 나타내는 바와 같이,

개구(38)를 갖고 있어도 좋다. 개구(38)로부터 도금층(28)의 일부를 노출시켜, 반도체 칩 등의 전자 부품과의 전기적인 접

속에 이용하여도 좋다. 본 공정은 도금액(26)의 세정 공정 후에 행하여도 좋다. 이에 따라, 수지 기판(10)과 레지스트층

(36) 사이에 도금액(26)이 잔존하는 것을 방지할 수 있어, 도금액(26)에 의한 품질의 열화나, 이동이 발생하기 어려운 신뢰

성이 높은 배선 기판을 제조할 수 있다. 그리고, 검사 공정이나, 수지 기판(10)을 절단하는 공정 등을 통해, 배선 기판(1)을

제조하여도 좋다(도 10 참조). 단, 수지 기판(10)을 절단하지 않은 상태를 가리켜, 배선 기판이라고 칭하여도 좋다(도 8 및

도 9 참조).

그리고, 도 10에는, 본 발명을 적용한 실시예에 관한 방법으로 제조한 배선 기판(1)을 갖는 전자 모듈(1000)을 나타낸다.

전자 모듈(1000)에서는, 배선 기판(1)에 반도체 칩(2)이 실장되어 이루어진다. 반도체 칩(2)을 실장하는 방법은 특히 한정

되지 않고, 이미 공지로 되어있는 실장 방법 중 어느 하나를 적용하여도 좋다. 또, 전자 모듈(1000)은 표시 장치라도 좋다.

표시 장치는, 예컨대, 액정 표시 장치나 EL(Electrical Luminescence) 표시 장치라도 좋다. 또한, 배선 기판(1)을 갖는 전

자기기로서, 도 11에 노트형 퍼스널 컴퓨터(2000)를, 도 12에 휴대 전화(3000)를 각각 나타낸다.

본 발명은 상술한 실시예에 한정되는 것이 아니라, 여러 가지의 변형이 가능하다. 예컨대, 본 발명은 실시예에서 설명한 구

성과 실질적으로 동일한 구성(예컨대, 기능, 방법 및 결과가 동일한 구성, 또는 목적 및 결과가 동일한 구성)을 포함한다.

또한, 본 발명은 실시예에서 설명한 구성이 본질적이지 않은 부분을 치환한 구성을 포함한다. 또한, 본 발명은 실시예에서

설명한 구성과 동일한 작용 효과를 나타내는 구성 또는 동일한 목적을 달성할 수 있는 구성을 포함한다. 또한, 본 발명은

실시예에서 설명한 구성에 공지 기술을 부가한 구성을 포함한다. 또한, 본 발명은 실시예에서 설명한 기술적 사항 중 어느

하나를 한정적으로 제외한 내용을 포함한다. 또는, 본 발명은 상술한 실시예로부터 공지 기술을 한정적으로 제외한 내용을

포함한다.

발명의 효과

본 발명에 의하면 신뢰성이 높은 배선 기판을 효율적으로 제조하는 방법을 제공할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

제 1 층 및 상기 제 1 층 상에 형성된 제 2 층을 포함하는 금속층이 형성된 수지 기판을 준비하는 단계와,

상기 금속층을 에칭하여, 패터닝된 상기 제 1 층 및 상기 제 2 층을 포함하는 배선 패턴을 형성하고, 상기 제 1 층의 일부를

상기 배선 패턴의 상기 제 2 층의 밖에 남기는 단계와,

상기 배선 패턴 및 상기 제 1 층의 잔류물에 대하여, 무전해 도금 처리를 행하는 단계와, 그 후

상기 수지 기판을 세정하는 단계

를 포함하되,

상기 수지 기판의 세정은, 상기 무전해 도금 처리에 의해, 상기 제 1 층의 잔류물로 석출한 금속 및 상기 제 1 층의 잔류물

을 용해하여 제거하기 위한 산성 용액 및 상기 수지 기판을 용해하여 상기 제 1 층의 잔류물을 지지하는 부분을 제거하기

위한 알칼리성 용액 중 적어도 한쪽을 사용하여 실행하는 배선 기판의 제조 방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,
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상기 제 1 층의 잔류물은, 상기 제 1 층의, 상기 배선 패턴에 있어서의 상기 제 2 층으로부터 돌출하는 부분을 포함하는 배

선 기판의 제조 방법.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 수지 기판의 세정은

상기 산성 용액을 사용하여 실행하는 제 1 세정과,

상기 제 1 세정 후에, 상기 알칼리성 용액을 사용하여 실행하는 제 2 세정을 포함하는

배선 기판의 제조 방법.

청구항 4.

제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 배선 패턴의 형성 후, 상기 무전해 도금 처리 전에, 상기 수지 기판의 세정을 행하지 않는 배선 기판의 제조 방법.

도면

도면1

공개특허 10-2006-0093046

- 7 -



도면2

도면3

도면4

도면5
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도면6

도면7

도면8

도면9
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